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Inventia se refera la o structura de microelectrozi pentru descércari electrice in gaze
si in vid, care permit obtinerea unor curenti de descarcare mai mari $i strdpungerea mai
usoara a gazului de descarcare.

Este cunoscut un tip de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid,
care sunt formati din varfuri semiconductoare, metalizate sau nu, dupa necesitati.

Dezavantajele tipului de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid,
care sunt formati din varfuri semiconductoare, sunt:

- sunt relativ dificil de fabricat, implicand mai multe etape tehnologice;

- nu asigura o densitate mare de varfuri de descarcare pe unitatea de suprafatg;,

- se incalzesc foarte usor, ceea ce duce la limitatea curentului de descarcare.

Cererea de brevet US 2007241683 A1 (Kang Kyoung-Doo, 2007) prezinta un afisaj
cu plasma, care include doua substraturi cu foarte bune proprietati de transmisie a luminii,
realizate de obicei din sticla. Cele doua substraturi sunt departate unul de altul pentru a
defini intre ele un spatiu de descarcare, reprezentat de mai multe celule de descarcare. in
peretii care delimiteaza celulele de descarcare se afla electrozi de descarcare si niste nervuri
care partitioneaza spatiul de descarcare, formand celulele. Electrozii pot fi de Al sau Cu.
Nervurile au suprafetele rugoase, cu rugozitate intre 0,1 si 5 um. Rugozitatea este necesara
pentru reducerea reflexiilor luminii interioare si exterioare prinimprastiere. Pentru micsorarea
daunelor formate de particulele de plasma, se foloseste un strat de MgO de protectie. Acest
strat este si 0 sursa de electroni secundari, care reduc tensiunea de descarcare.

in celulele de descarcare, pe interior, se depun straturi de fosfor cu suprafaté
rugoasa, care prin excitare emit lumina vizibila. Gazul de descarcare poate fi Ne sau Xe sau
un amestec al lor.

O alta cerere de brevet in tema este JP 2003282008 A (Yamada Tomokiyo, 2003),
care se refera la un afisaj cu plasma. Un substrat frontal si unul posterior sunt asamblate
pentru a forma un spatiu gol de dimensiuni optime pentru descarcare in gaz. Pentru cele
doua parti interne ale substraturilor se prevede un strat de dielectric de tip MgO cu o rugozi-
tate mai mare de 30 nm, ce asigura un coeficient sporit pentru emisia secundara a filmului
de MgO. Rugozitatea dielectricului frontal este mai mica de 2 um, iar cea a dielectricului
substratului posterior este 3 um. Al doilea dielectric se obtine din particule de sticla cu dimen-
siuni de 2 + 15 um. Peste acestea, se aplica MgO ca strat protector.

Structura se prezinta ca o succesiune de portiuni inalte urmate de portiuni plane. in
zona superioara a regiunilor inalte, suprafata este rugoasa cu o rugozitate intre 3 si 15 ym.
Peste stratul de dielectric se depune o substantd fluorescentd cu rugozitate de 5 pm.
Structura contine de asemenea electrozi de adresa si un electrod de scanare de forma unor
benzi si un filtru de lumina cu trei culori.

Straturile de dielectric sunt de tip MgO si datorita rugozitatii prezinta o emisie secun-
dara de electroni, proportionala cu suprafata stratului. Aceasta reduce tensiunea de descar-
care si imbunatateste rata emisiei secundare, scazand puterea necesara pentru efectuarea
descarcarii.

Problema pe care o rezolva inventia consta in imbunatatirea structurilor folosite
pentru descarcari electrice in gaze si in vid.

Solutia propusa, conform inventiei, elimina dezavantajele de mai sus, prin aceea ca
este folosit un substrat semiconductor foarte rugos, peste care se depune, dupa necesitati,
stratul metalic emitator de electroni, in acest fel aparand foarte multe varfuri de descarcare,
varfuri care au o densitate mare pe unitatea de suprafatd. Aceste varfuri determina
strapungerea mai ugsoara a gazului, iar numarul lor asigura un foarte mare numar de canale
de descarcare, in acest fel curentul total de descarcare crescand fara a incalzi excesiv
fiecare varf.



RO 125106 B1

Solutia tehnica propusa asigura o strdpungere mai eficientad a gazului, asigura un
curent de descarcare mai mare, fara ca microelectrozii pentru descarcari electrice in gaze
si in vid sa se incalzeasca excesiv, si sunt mai usor de fabricat.

Avantajele structurii de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid
conform inventiei sunt:

- sunt relativ ugor de fabricat;

- asigura o densitate mare de varfuri pe unitatea de suprafata;

- suporta curenti de descarcare mai mari, fara a se incalzi excesiv;

- zonele de descarcare pot fi configurate, dupa necesitati, pe substrat;

- str@pungerea, in interiorul acestor zone, este relativ uniforma, ceea ce asigura o
buna calitate a luminii emise in cazul aplicatiilor din afigsoarele cu plasma.

Se dain continuare un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig. 1 si 2, care
reprezinta:

- fig. 1, structura de descarcare incluzand microelectrozii;

-fig. 2, exemplu de configurare a microelectrozilor pentru descarcari electrice in gaze
si in vid pe substrat.

Microelectrozii care compun structura de microelectrozi pentru descarcari electrice
in gaze si in vid au o suprafatd rugoasa, cu multe varfuri neregulate, densitatea acestor
varfuri fiind mare pe unitatea de suprafatd. Marimea si distributia acestor varfuri sunt alea-
toare, marimea fiind cuprinsa intre 100 nm si 10 um, de preferinta intre 1 $i 10 um. Distributia
acestor varfuri, pe zone mai mari de 25 um x 25 uym, este uniforma, in sens statistic. Numarul
de varfuri pe o arie de 10 x 10 ym este cuprins intre 1 si 100, de preferinta intre 10 si 100.

Microelectrozii din cadrul structurii de microelectrozi pentru descarcari electrice in
gaze si in vid sunt formati dintr-un substrat 1 semiconductor peste care se depune stratul 2
metalic. Acestansamblu este apoi sinterizat in atmosfera controlata, astfel incat se formeaza
eutecticul 3. Conditiile de sinterizare sunt in sine cunoscute. Grosimea stratului 2 metalic
este cuprinsaintre 10 nm si 10 um, de preferinta intre 10 nm si 1 ym. Metalul care formeaza
stratul 2 metalic poate fi orice metal tranzitional sau din grupele principale ale sistemului
periodic al elementelor, conditia fiind ca acest metal sa formeze eutectic cu substratul 1
semiconductor. Substratul 1 semiconductor poate fi din siliciu sau din germaniu. Sinterizarea
produce rugozitatea suprafetei substratului 1 semiconductor si a straturilor aflate pe acesta.

Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid poate fi
obtinut& dintr-o singuré sinterizare sau, dupa caz, prin mai multe sinterizari. in acest caz,
dupa prima sinterizare, stratul 2 metalic si eutecticul 3 sunt indepartate prin corodare umeda
sau uscata, dupa care se depune un nou strat 2 metalic, identic sau nu ca natura cu primul,
si se repeta procesul de sinterizare. Acest procedeu se repeta de cate ori este nevoie pentru
a obtine rugozitatea dorita. in mod normal, prima sinterizare este ficuta pentru a obtine o
rugozitate mai mare, rolul sinterizarilor ulterioare fiind acela de a rugozifica, cu o rugozitate
mai mica, suprafetele rugoase create de prima sinterizare.

Microelectrodul pentru descarcari electrice in gaze si in vid, care face descarcarea
electrica in mediul 4 de descarcare datorita tensiunii electrice aplicate intre el si electrodul
5, poate fi format, dupa necesitati, doar din substratul 1 semiconductor rugos, sau poate
avea peste acesta eutecticul 3, respectiv, in alta situatie, poate avea stratul 2 metalic peste
eutecticul 3. De asemenea, daca stratul 2 metalic nu este suficient de rezistent la conditiile
de descarcare in mediul 4 de descarcare, atunci peste acesta se poate depune stratul 6
metalic rezistent la conditiile de descéarcare. Peste acest strat 6 metalic se poate depune un
strat 7 monomolecular dintr-o substanta polara, de exemplu Cs,O sau CsOH, cu rol de a
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micsora lucrul de extractie al stratului 6 metalic. Stratul 6 metalic poate fi depus direct pe
substratul 1 semiconductor, direct pe eutecticul 3 sau direct pe stratul 2 metalic, dupa
necesitati. Stratul 6 metalic are o grosime cuprinsa intre 10 nm si 1 um, de preferinta intre
100 nm si 1 ym, putand fi alcatuit dintr-unul sau mai multe straturi metalice, aceste metale
putand fi din grupele principale sau tranzitionale ale sistemului periodic al elementelor. O
structura de tip multistrat a stratului 6 metalic are ca scop impiedicarea difuziei intre stratul
metalic aflat in contact direct cu mediul 4 de descarcare si substratul pe care stratul 6
metalic, de tip multistrat in acest caz, este depus, substrat care poate fi chiar substratul 1
semiconductor, eutecticul 3 sau stratul 2 metalic. De asemenea, structura de tip multistrat
a stratului 6 metalic are si rolul de a asigura o aderentd mai buna a acestuia pe substratul
pe care este depus. Numarul de straturi este cuprins intre 1 si 5 straturi. Este bine ca stratul
metalic aflat in contact direct cu substratul 1 semiconductor, fie ca este stratul 2 metalic prin
intermediul eutecticului 3 fie ca este stratul 6 metalic, s formeze cu acesta un contact
ohmic, astfel incat tensiunea electrica de descarcare sa fie aplicata in principal pe mediul 4
de descarcare. De asemenea, stratul 7 monomolecular poate fi depus direct pe substratul
1 semiconductor, direct pe eutecticul 3, direct pe stratul 2 metalic, respectiv direct pe stratul
6 metalic, dupa necesitati.

Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid poate ocupa
toata suprafata substratului 1 semiconductor sau poate fi configurata prin tehnicile cunoscute
in domeniul microelectronicii si microsistemelor, astfel incat s ocupe numai anumite portiuni
8 ale substratului 1 semiconductor.

Rolul varfurilor este acela de a crea campuri electrice intense, astfel incat strapun-
gerea mediului 4 de descarcare sa se initieze la tensiuni electrice relativ mici. Datorita struc-
turii rugoase, sunt multe varfuri pe unitatea de suprafatd, ceea ce face ca descéarcarea sa
se amorseze pe toate aceste varfuri. Raza de curbura a varfurilor este cuprinsa intre 1 nm
si 1 ym, de preferinta intre intre 1 nm si 100 nm. Descéarcarea amorsandu-se pe fiecare
dintre aceste varfuri la o tensiune mai mica, densitatea de curent prin fiecare varf va fi
scazuta, ceea ce duce la o incalzire relativ redusa a acestora. Astfel, pentru obtinerea unui
curent total dat, densitatea de curent pe varfuri va fi mai mica. Pe de alta parte, utilizand o
densitate de curent mai mare, dar care nu incalzeste semnificativ electrodul, de pe electrod
poate pleca un curent total mai mare. Aceasta inseamna ca pot fi utilizati curenti de des-
carcare mai mari, ceea ce implica o luminozitate mai mare a surselor de lumina care folosesc
acest tip de microelectrozi fatd de cazul in care se foloseste un singur varf obtinut prin
microprelucrare. Curentii mai mari sunt datorati si faptului ca numarul de varfuri, pe unitatea
de suprafata, prin care are loc descarcarea, este relativ mare, astfel incét la o densitate de
curent constanta, curentul total depaseste valoarea din cazul unui singur varf, fara a provoca
insa incalziri apreciabile sau deteriorarea electrozilor.

Contactarea electrica a microelectrozilor la sursa externa de tensiune electrica se
poate realiza prin intermediul substratului 1 semiconductor sau prin contactarea directa a
straturilor metalice depuse pe substratul 1 semiconductor.

in cazul emisiei electronice in vid, microelectrozii pot fi incalziti sau nu, dupa caz.

O aplicatie a acestei structuri de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze
si in vid o constituie sigurantele electrice cu descarcare in gaze, caz in care cel putin unul
dintre electrozii sigurantei electrice are suprafata rugoasa si este alcatuit conform inventiei.

O alta aplicatie o constituie sursele de emisie de radiatie electromagnetica in
domeniul 1 nm - 100 um, radiatie care poate fi coerenta, partial coerenta sau necoerenta,
radiatie care poate fi polarizata total sau partial sau nepolarizatd, la care cel putin unul dintre
electrozi are suprafata rugoasa si este alcatuit conform inventiei.
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O alta aplicatie este cea a sistemelor de afisare cu plasma, monocrom sau color. in
acest caz, microelectrodul/microelectrozii emitatori de electroni sunt alcatuiti si au o supra-
fatd rugoasa conform inventiei.

O alta aplicatie o reprezinta cea a sistemelor de afisare cu fosfori (stratul 9) ce emit
lumind atunci cand sunt bombardati cu un fascicul de electroni, analog emisiei de lumina din
tuburile catodice, sisteme de afisare ce pot fi monocrome sau color. In acest caz, microelec-
trodul/microelectrozii emitatori de electroni sunt alcatuiti si au o suprafata rugoasa conform
inventiei.

O alta aplicatie o constituie tuburile si microtuburile cu vid, in care microelectrodul/
microelectrozii emitatori de electroni sunt alcatuiti $i au o suprafatd rugoasa conform
inventiei.

In continuare, ddmun exemplu de realizare ainventiei. Astfel, metalul 2 este aluminiu
depus cu o grosime de 10 um pe substratul 1 din siliciu, in urma sinterizarii formandu-se
eutecticul 3 de tip Al-Si.

Intr-o altd varianta, metalul 2, care este Al, este corodat dupa realizarea eutecticului
3 de tip Al-Si, microelectrozii fiind alcatuiti in acest caz din eutecticul 3.

Intr-o altd varianta, metalul 2, care este Al, cat si eutecticul 3 sunt corodate, micro-
electrozii fiind alcatuiti in acest caz doar de catre substratul 1 semiconductor.

Intr-o alt& variantd, peste structura din primul exemplu se depune W cu o grosime de
100 nm. Acesta poate avea sau nu, dupa caz, depus pe suprafata sa un strat 7
monomolecular de Cs,0.

Intr-o altd varianta, peste structura din al doilea exemplu se depune W cu o grosime
de 100 nm. Acesta poate avea sau nu, dupa caz, depus pe suprafata sa un strat 7 mono-
molecular de Cs,0.

Intr-o alta varianta, peste structura din al treilea exemplu se depune W cu o grosime
de 100 nm. Acesta poate avea sau nu, dupa caz, depus pe suprafata sa un strat 7 mono-
molecular de Cs,0.

Intr-o alta varianta, peste structura din primul exemplu se depune un multistrat Ti -
Pt cu o grosime de 100 nm Ti si, respectiv, de 100 nm Pt, Pt fiind in contact direct cu mediul
4 de descarcare. Acesta poate avea sau nu, dupa caz, depus pe suprafata de Pt un strat 7
monomolecular de Cs,0.

Intr-o altd variantd, peste structura din al doilea exemplu se depune un multistrat Ti
- Pt cu o grosime de 100 nm Ti si, respectiv, de 100 nm Pt, Pt fiind in contact direct cu mediul
4 de descarcare. Acesta poate avea sau nu, dupa caz, depus pe suprafata de Pt un strat 7
monomolecular de Cs,0.

Intr-o altd variantd, peste structura din al treilea exemplu se depune un multistrat Ti
- Pt cu o grosime de 100 nm Ti si, respectiv, de 100 nm Pt, Pt fiind in contact direct cu mediul
4 de descarcare. Acesta poate avea sau nu, dupa caz, depus pe suprafata de Pt un strat 7
monomolecular de Cs,0.

intr-o alt& varianta, substratul 1 semiconductor din exemplele de mai sus este Ge.

intr-o alt& variantd, metalul 2, care este Al depus pe substratul 1 din Si ca in primul
exemplu, si eutecticul 3 de tip Al-Si sunt corodate, iar peste substratul 1 se depune Au cu
o grosime de 2 um, dupa care are loc o0 noua sintetizare. Aluminiul ofera o rugozitate mare,
aurul vine sa rugozifice, la o rugozitate mai mica, suprafetele rugoase lasate de eutecticul
Al-Si, astfel incat suprafata efectiva a structurii pentru lipirea microsistemelor si a circuitelor
integrate sa fie foarte mare.
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Revendicari

1. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid,
caracterizata prin aceea ca este formata dintr-o multime de varfuri de descarcare, varfuri
care sunt datorate rugozitatii suprafetei, varfuri care au dimensiuni intre 100 nm gi 10 ym,
de preferinta intre 1 si 10 uym si care au raze de curbura cuprinse intre 1 nm si 1 ym, de
preferintd intre 1 nm si 100 nm, varfuri care sunt uniform distribuite, in sens statistic, pe
suprafete de cel putin 25 x 25 ym, numarul de varfuri pe o arie de 10 x 10 ym fiind cuprins
intre 1 si 100, de preferinta intre 10 si 100.

2. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca multimea de varfuri de descarcare este obtinuta
prin sinterizare in atmosfera controlatd a unui strat (2) metalic depus pe un substrat (1)
semiconductor, in urma sinterizarii rezultand un eutectic (3), grosimea stratului (2) metalic
fiind cuprinsa intre 10 nm si 10 um, de preferinta intre 10 nm si 1 um, peste stratul (2) meta-
lic putandu-se depune, dupa caz, un strat (6) metalic, strat (6) metalic care poate fi de tip
monostrat sau de tip multistrat, rolul stratului (6) metalic fiind acela de a proteja stratul (2)
metalic de un mediu (4) de descarcare, respectiv, in cazul multistratului, de a impiedica
difuzia intre stratul metalic aflat in contact direct cu mediul (4) de descarcare si stratul (2)
metalic, de a creste aderenta stratului metalic aflat in contact direct cu mediul (4) de des-
carcare, peste stratul (6) metalic putandu-se afla sau nu, dupa caz, un strat (7) avand rolul
de a reduce lucrul de extractie al metalului pe care este depus, stratul (6) metalic putand fi
depus, dupa caz, pe substratul (1) semiconductor dupa corodarea prealabila a stratului (2)
metalic si a eutecticului (3), pe eutecticul (3) dupa corodarea prealabila a stratului (2) metalic
sau pe stratul (2) metalic, stratul (7) monomolecular putand fi depus, dupa caz, pe substratul
(1) semiconductor dupa corodarea prealabila a stratului (6) metalic, a stratului (2) metalic si
a eutecticului (3), pe eutecticul (3) dupa corodarea prealabila a stratului (2) metalic, pe stratul
(2) metalic sau pe stratul (6) metalic, stratul (2) metalic sau, dupa caz, stratul (6) metalic aflat
in contact direct cu substratul (1) semiconductor fiind de preferat sa formeze un contact
ohmic cu acesta.

3. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 2, caracterizatd prin aceea ca descarcarea electrica, respectiv emisia de
electroni, se poate face, dupa caz, direct de catre substratul (1) semiconductor acoperit sau
nu cu un strat (7) monomolecular de molecule polare, de catre eutecticul (3) acoperit sau nu
cu un strat (7) monomolecular de molecule polare, de catre stratul (2) metalic acoperit sau
nu cu un strat (7) monomolecular de molecule polare, de catre stratul (6) metalic acoperit sau
nu cu un strat (7) monomolecular de molecule polare, in functie de care dintre acestea se
afla in contact direct cu mediul (4) de descarcare.

4. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 2, caracterizata prin aceea ca substratul (1) semiconductor poate fi din Si sau
din Ge, respectiv prin aceea ca stratul (2) metalic este format dintr-un metal din grupele
principale sau, dupéa caz, din grupele tranzitionale ale sistemului periodic al elementelor,
conditia fiind ca metalul respectiv sa formeze un eutectic cu substratul (1), respectiv prin
aceea ca stratul (6) metalic este alcatuit dintr-un numar de straturi cuprins intre unu si cinci,
fiecare dintre aceste straturi fiind format dintr-un metal din grupele principale sau, dupa caz,
din grupele tranzitionale ale sistemului periodic al elementelor, respectiv prin aceea ca stratul
(7) monomolecular este alcatuit din molecule polare cum ar fi CsOH, CS,0, suprafata
rugoasa a microelectrozilor pentru descarcari electrice in gaze si in vid putand fi obtinuta
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printr-o singura sinterizare sau, dupa caz, prin mai multe sinterizari, in cel de-al doilea caz
stratul (2) metalic si eutecticul (3) fiind corodate dupa fiecare sinterizare si apoi
depunandu-se peste substratul (1) un nou strat (2) metalic identic sau diferit fatd de stratul
(2) metalic depus si corodat anterior, urmat apoi de o noua sinterizare, procedeul
repetandu-se pana cand se obftin rugozitatea si suprafata efectiva dorite, stratul (2) metalic
si eutecticul (3) corespunzand ultimei sinterizari putand fi sau nu corodate la randul lor.

5. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 2, caracterizata prin aceea ca poate ocupa intreaga suprafatd a substratului
(1) semiconductor sau, dupa caz, numai anumite portiuni (8) ale acestuia.

6. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este aplicatd in domeniul sigurantelor electrice
cu descarcare in gaz.

7. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este aplicata in domeniul surselor de emisie de
radiatie electromagnetica in domeniul 1 nm ... 100 ym, radiatie care poate fi coerentd, partial
coerentd sau necoerentd, radiatie care poate fi polarizata total sau partial sau nepolarizata.

8. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este aplicata in sistemele de afisare cu plasma,
sisteme de afisare cu plasma care pot fi monocrome sau color.

9. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 1, caracterizatd prin aceea ca este aplicata in sistemele de afisare care
folosesc un strat (9) de fosfori ce emit lumina atunci cand sunt bombardati cu un fascicul de
electroni, sisteme de afisare cu fosfori care pot fi monocrome sau color.

10. Structura de microelectrozi pentru descarcari electrice in gaze si in vid, conform
revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este utilizata drept electrozi emitatori de electroni
in tuburile si microtuburile cu vid, electrozi ce pot fi incélziti sau nu, dupa caz.
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